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비정질 실리콘 박막의 주울 가열 유도 결정화 공정 중 

발생하는 Arc-Instability 기구 규명 및 방지책

홍원의, 노재상

홍익대학교 신소재공학과

  최근 차세  평판 디스플레이의 응용에 많은 주목을 받고 있는 AMOLED의 경우 전류구동 

방식이기 때문에 a-Si TFT 보다는 LTPS-TFT가 요구되며, 면적 기판에서의 결정립 크기의 균

일도가 매우 중요한 인자이다. 비정질 실리콘 박막 상부 혹은 하부에 도전층을 개재하고, 상기 

도전층에 전계를 인가하여 그것의 주울 가열에 의해 발생한 고열에 의해 비정질 실리콘 박막을 

급속 고온 고상 결정화하는 방법에 관한 기술인 JIC (Joule-heating Induced Crystallization) 결정화 

공정은 기판 전체를 한번에 결정화 하는 방법이다. JIC 결정화 공정에 의하여 제조된 JIC 
poly-Si은 결정립 크기의 균일성이 우수하며 상온에서 수 micro-second내에 결정화를 수행하는 

것이 가능하고 공정적인 측면에서도 별도의 열처리 Chamber가 필요하지 않는 장점을 가지고 

있다. 그러나 고온 고속 열처리 방법인 JIC 결정화 공정을 수행 하면 Arc에 의하여 시편이 파

괴되는 현상이 발견되었다. 본 연구에서는 Arc현상의 원인을 파악하기 위해 전압 인가 조건 및 

시편 구조 조건을 변수로 결정화실험을 진행하였다. ARC가 발생하는 Si층과 Electrode 계면을 

식각 분리하여 Electrode와 Si층 사이의 계면이 형성되지 않는 조건에서 전계를 인가하는 실험

을 통하여 JIC 결정화 공정 중 고온에 도달하게 되면, a-Si층이 변형되어 형성된 poly-Si층이 전

도성을 띄게 되고 인가된 전압이 도전층과 Poly-Si 사이에 위치한 SiO2의 절연파괴(Dielectric 
breakdown)전압보다 높을 경우 전압 인가 방향에 수직으로 SiO2가 절연 파괴되며 면저항 형태

의 전도층의 단락이 진행되며 전도층이 완전히 단락되는 순간 Arc가 발생한다는 것을 관찰 할 

수 있었다. 본 실험의 연구 결과를 바탕으로 Arc 발생을 방지하는 다양한 구조의 Equi-Potential 
방법이 개발되었다. 
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